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Как видно из рис. 2, при прямом порядке БТО для DN + = 2 ⋅ 1013–5 ⋅ 1014 см–2 наблюдается снижение 
дисперсии уровня шума, наиболее выраженное в случае DN + = 2 ⋅ 1013 см–2 и Е = 40 кэВ. При обратном 
порядке термообработки для DN + = 1 ⋅ 1013 см–2 и DN + = 2 ⋅ 1013 см–2 значительных изменений не зареги-
стрировано. Для образцов, имплантированных азотом с DN + = 5 ⋅ 1014 см–2 и Е = 20 кэВ при обратном 
порядке БТО, дисперсия шума, наоборот, выше, чем для контрольных образцов. Основной шумовой 
составляющей МОП-транзистора, сказываю щейся на более высоких частотах, является наведенный 
шум затвора. Прежде всего это обусловлено влиянием процессов генерации-рекомбинации в дефектных 

Рис. 1. Зависимости тока утечки затвора (Id ) от напряжения на затворе (Vg) для контрольных (W /O)  
и имплантированных (N + ) образцов при прямом порядке БТО (D

N + = 2 ⋅ 1013 см–2, E = 40 кэВ).  
Номера кривых соответствуют трем разным приборам, изготовленным на одной пластине

Fig. 1. Dependences of gate leakage current (Id ) on gate voltage (Vg) for control (W /O) and implanted (N + ) 
samples at forward order of rapid thermal annealing (D

N + = 2 ⋅ 1013 сm–2, E = 40 keV).  
Curve numbers correspond to three different devices made on the same wafere

Рис. 2. Зависимость величины дисперсии уровня шума (σ)  
транзистора (Vg = –10…+10 В) от дозы имплантации азота (D

N +)  
при прямом (F ) и обратном (B) порядке термообработки для контрольных (W /O)  

и имплантированных (N + ) образцов. Доза имплантации 2 ⋅ 1013 см–2  
соответствует энергии имплантации 40 кэВ, для остальных доз  

энергия имплантации составляет 20 кэВ
Fig. 2. Dependence of the dispersion of the noise level (σ)  

of the transistor (Vg = –10…+10  V) on the dose of nitrogen implantation (D
N +)  

with the direct (F ) and reverse (B) order of heat treatment for control (W /O)  
and implanted (N + ) samples. Implantation dose of  2 ⋅ 1013 cm–2  

corresponds to an implantation energy of 40 keV,  
for other doses the implantation energy is 20 keV


